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Résumeé :

Le transistor a effet de champ a nanofil vertical (VNWFET) représente une technologie émergente susceptible de
prolonger le scaling des transistors au-dela des limites des dispositifs latéraux conventionnels. Grace a son
architecture tridimensionnelle gate-all-around (GAA), il offre un meilleur compromis en termes d’efficacité
énergétique, d’empreinte et de capacitance d’interconnexion. Dans ce travail, nous présentons un flot complet de
génération et de vérification de bibliotheques de cellules standards basé sur un modéle compact exécutable en
Verilog-A, ajusté & partir de mesures expérimentales sur dispositifs VNWFET. Ce flot couvre la conception au
niveau transistor, la caractérisation de cellules logiques de base, le design physique ainsi que I’extraction parasitique.
Nous I’étendons ensuite a 1’exploration et a 1’optimisation de 1’empilement a double grille, caractéristique clé des
dispositifs GAA. La synthése logique sur les circuits de référence ISCAS-85 permet d’évaluer différentes variantes
de bibliotheéques (comparées au CMOS et au FinFET 7 nm) et conduit a la synthése d’un élément de traitement [A
(Processing Element, PE): le Neural Network Compute Cube (N2C2), unité de calcul élémentaire d’un réseau
systolique ciblé. L’évaluation du produit Puissance—Délai—Surface (PDAP) démontre que le N2C2 synthétisé avec les
bibliotheques VNWFET surpasse le FInFET 7 nm d’un facteur de 2,11X et 3,39X pour les approches a simple et
double grille, respectivement.



